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Inventia se refera la tehnica electronica si poate fi utilizata pentru confectionarea termoelectrozilor pentru generatoare
termoelectrice.

Materialul termoelectric anizotrop pe baza de bismut, conform inventiei, constd din bismut dopat cu staniu, unde
concentratia staniului constituie 0,08% at. Materialul este confectionat in forma de microfir cu diametrul de 150 nm
in izolatie de sticla de molibden.
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